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разрешения издателя. Разрешается изготовление фотокопий 

отдельных статей для личного использования или исследований. 

 

13-я Школа-конференция с международным участием по 

оптоэлектронике, фотонике и наноструктурам Saint Petersburg OPEN 

продолжает традицию ежегодных научных семинаров для 

молодежи по актуальным проблемам физики и техники, основанную 

по инициативе лауреата Нобелевской премии по физике академика 

Жореса Ивановича Алфёрова.  

 

Место проведения конференции: 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, 25-я линия 

Васильевского острова, дом 6, корпус 1, Российская Федерация. 

 

 

Более подробная информация о Школе и конференции 

представлена на https://spb.hse.ru/spbopen/.  

 

В сборник включены тезисы работ, отобранных для участия в 

Школе-конференции, оформленные в соответствии с требованиями 

к оформлению тезисов. Данный том был составлен НИУ ВШЭ – Санкт-

Петербург на основе электронных файлов, предоставленных 

авторами. При составлении сборника были внесли лишь 

незначительные технические исправления. 
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Программа конференции 

 

26 мая 2026 (вторник) 

Весь день       Прибытие, свободное время 

 

27 мая 2026 (среда) 

09:00 - 10:00     Регистрация участников (НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург, 25-я линия 

Васильевского острова, дом 6, корпус 1) 

10:00 - 10:10     Открытие Алексей Жуков (ВШЭ – Санкт-Петербург) 

10:10 - 10:40     Многоуровневая настройка однослойных углеродных нанотрубок для 

их применений в оптоэлектронике Альберт Насибулин (Сколтех)  

10:40 - 11:10      Фотоэлектрические преобразователи лазерного излучения Максим 

Шварц (ФТИ им. А.Ф. Иоффе)  

11:10 - 11:40     Anisotropic semiconductor nanocrystals and their light-emitting devices 

Fangze Liu (Beijing Institute of Technology, P.R. China)  

11:40 - 12:00     Кофе-брейк 

12:00 - 12:30     Перовскитный поляритонный лазерный диод Анатолий Пушкарев 

(Сколтех)  

12:30 - 13:00     Оптические микролазеры на основе III-N гетероструктур: эпитаксия, 

изготовление и исследование Наталья Крыжановская (НИУ ВШЭ – СПб) 

13:00 - 13:30     Сессия «Презентации в лифте» I 

(Молодые ученые представляют основную идею своих постеров в 1-минутной 

презентации, используя 1-2 слайда) 

13:30 - 15:00     Обед 

По желанию: 14:00 - 15:00     Круглый стол " МШГ микролазеры для 

ультрафиолетового и видимого диапазонов спектра на подложках кремния и 

сапфира " по материалам совместного исследования в рамках проекта НИУ ВШЭ 

«Международное академическое сотрудничество» (Academic Cooperation) Международной 

лаборатории квантовой оптоэлектроники НИУ ВШЭ Санкт-Петербург и научного 

коллектива Центра «Широкозонная нано- и микроэлектроника» Института физики имени 

Б.И. Степанова НАН Беларуси. 

15:00 - 16:30     Постерная сессия I 

1. Полупроводниковые лазеры, солнечные элементы, другие оптоэлектронные приборы 

3. Синтез и структурные свойства полупроводниковых материалов и наноструктур 

6. Другие аспекты нанотехнологий 

16:30 - 17:00     Кофе-брейк 

17:00 - 18:00     Постерная сессия I (продолжение) 

 

28 мая 2026 (четверг) 

09:00 - 10:00     Регистрация участников (НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург, 25-я линия 

Васильевского острова, дом 6, корпус 1) 



10:00 - 10:30     Фотонные интегральные схемы: состояние и перспективы Алексей 

Устинов (СПбГЭТУ «ЛЭТИ») 

10:30 - 11:00     Сверхпроводниковый однофотонный детектор - ключевой элемент 

квантовых фотонных интегральных схем Григорий Гольцман (МПГУ / НИУ ВШЭ)  

11:00 - 11:30     Терагерцовое излучение: физика и возможности применения 

Дмитрий Хохлов (МГУ / ФИАН) 

11:30 - 12:00     Кофе-брейк 

12:00 - 12:30    Когерентные волоконно-оптические системы: от глобальных 

телекоммуникаций до медицинской диагностики Николай Ушаков (СПбПУ Петра 

Великого) 

12:30 - 13:00     Полупроводниковые нанопровода в фотонике Алексей Большаков 

(МФТИ) 

13:00 - 13:30      Сессия «Презентации в лифте» II 

(Молодые ученые представляют основную идею своих постеров в 1-минутной 

презентации, используя 1-2 слайда) 

13:30 - 15:00     Обед 

15:00 - 16.30     Постерная сессия II 

2. Электрические, магнитные и СВЧ приборы и свойства полупроводниковых материалов 

и структур 

4. Нанофотоника, спектроскопия, микрорезонаторы, оптические свойства, плазмоника 

5. Биомедицинские применения полупроводниковых материалов и приборов, биофизика, 

нанобиотехнологии, биофотоника 

16:30 - 17:00     Кофе-брейк 

17:00 - 18:00     Постерная сессия II (продолжение) 

18:00 - 18:30     Закрытие конференции и церемония награждения 

Алексей Жуков (ВШЭ – Санкт-Петербург) 

 

29 мая 2026 (пятница) 

Весь день       Отъезд, свободное время 

По желанию: Экскурсия с сопровождающим в Международную лабораторию 

квантовой оптоэлектроники НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург (12.00-14.00) 

  



Содержание сборника 

 

 
1. Полупроводниковые лазеры, солнечные элементы, другие оптоэлектронные приборы 
 

1-00 
Крыжановская 
Наталья 
Владимировна 

НИУ ВШЭ 
Оптические микролазеры на основе III-N 
гетероструктур: эпитаксия, изготовление и 
исследование (Приглашенный) 

1-01 
Козлов 
Илья 
Александрович 

АО «КОНЦЕРН «ЦНИИ 
«ЭЛЕКТРОПРИБОР» 

Методика оценки сдвига мгновенной оптической 
частоты импульсного излучения, формируемого 
полупроводниковым оптическим усилителем 

1-02 
Реутов 
Алексей 
Алексеевич 

ООО Курэйт 
Анализ безопасности квантового распределения 
ключей с декойными состояниями при backflash и 
лазерной инжекции/сидинг источника 

1-03 
Комаров 
Сергей 
Дмитриевич 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 
Низкопороговая генерация на модах шепчущей 
галереи в микродисковых лазерах InGaN/GaN 

1-04 
Зеленский 
Глеб 
Викторович 

Московский педагогический 
государственный 
университет Институт 
физики, технологии и 
информационных систем 

Исследование характеристик детекторов 
терагерцового диапазона излучения на основе пленок 
углеродных нанотрубок. 

1-05 
Михайлов 
Олег 
Павлович 

СПбАУ РАН имени Ж. И. 
Алфёрова 

Исследование радиационной стойкости GaP/Si 
гетероструктурных солнечных элементов методами 
емкостной спектроскопии 

1-06 
Харченко 
Антон 
Александрович 

Алферовский университет, 
ФТИ им. А.Ф. Иоффе 

Полупроводниковый оптический усилитель 
спектрального диапазона 1020-1075 нм с 
активной областью на основе квантовых яма-точек 
InGaAs/GaAs 

1-07 
Образцова 
Анна 
Александровна 

НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург 
Анализ параметров усиления квантовых точек в 
коротких лазерных полосках 

1-09 
Кунков 
Роман 
Эдуардович 

ФТИ им. А. Ф. Иоффе 
Поверхностно облучаемые фотодиоды для 

спектральной области  = 2 – 5 мкм на основе ДГС N-
InAsSbP/InAsSb/P-InAsSbP 

1-10 
Баранцев 
Олег 
Вячеславович 

СПбАУ РАН им. Ж.И. 
Алферова 

Влияние конструкции InAlAs метаморфных буферных 
слоев на электрофизические характеристики 
кристаллов InGaAs фотодиодов ближнего ИК-
диапазона 

1-11 
Васильев 
Андрей 
Андреевич 

АО "ОКБ-Планета" 
Особенности технологии изготовления вертикально-
излучающего лазера с длиной волны 850 нм 

1-13 
Мазун 
Екатерина 
Дмитриевна 

Новгородский 
государственный 
университет им. Ярослава 
Мудрого/Акционерное 
общество «ОКБ-Планета» 

Применение полиимида в оптоэлектронике 

1-14 
Данилова 
Виктория 
Владиславовна 

Санкт-Петербургский 
государственный 
университет 

Использование метода лазерной очистки при 
реставрации объектов культурного наследия с 
каменным декором из песчаника 

1-15 
Би 
Цзячэнь  

Университет науки и 
технологий МИСИС 

Использование кремниевых квантовых точек для 
предотвращения нагрева солнечных элементов 

1-16 
Пан 
Хайхун 

Лаборатория перспективной 
солнечной энергетики НИТУ 
МИСИС 

Низкотемпературное Ионно-Лучевое Напыление (IBS) 
Nio Для Лёгких И Гибких Перовскитных Солнечных 
Элементов 



3-37 
Климин 
Виктор 
Сергеевич 

Южный федеральный 
университет 

Влияние состава газоразрядной плазмы на 
морфологию структур на поверхности карбида 
кремния 

3-38 
Климин 
Виктор 
Сергеевич 

Южный федеральный 
университет 

Метаматериалы с нулевым показателем преломления 
на основе SiC  с проводящим графеновым слоем 

3-39 
Климин 
Виктор 
Сергеевич 

Южный федеральный 
университет 

Синтез графена на полярных гранях SiC(0001) и 
SiC(000–1) методом плазмохимической обработки 

3-40 
Ким 
Ксения 
Борисовна 

ВГУИТ 
Особенности состава и оптических свойств систем 
доставки лекарств на основе пористого кремния с 
осажденным циннаризином 

3-41 
Вячеславова 
Екатерина 
Александровна 

СПбАУ РАН им. 
Ж.И.Алферова 

Влияние газового соотношения SF6/O2 на 
морфологию структур черного кремния 

3-42 
Ким 
Ксения 
Борисовна 

ВГУИТ 
Влияние морфологии макро- и мезопористого 
кремния на формирование золотых покрытий при 
вакуумно-термическом напылении 

3-43 
Моисеева 
Татьяна 
Анатольевна 

Институт нанотехнологий, 
электроники и 
приборостроения, Южный 
федеральный университет 

Синтез и исследование композитных материалов на 
основе азотированного углерода с сульфидами 
переходных металлов. 

3-44 
Вакулов 
Захар 
Евгеньевич 

Южный федеральный 
университет 

ВИМС исследования пленок ниобата лития, 
полученных методом импульсного лазерного 
осаждения для нейроморфных применений 

3-45 
Лях 
Михаил 
Алексеевич 

ФГБУ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
ЦЕНТР "КУРЧАТОВСКИЙ 
ИНСТИТУТ" 

Связь магнитных свойств и магнитоупругих 
взаимодействий в многослойных магнитных 
структурах 

3-46 
Якушова 
Надежда 
Дмитриевна 

ФГБОУ ВО «Пензенский 
государственный 
университет» 

Управление зонной структурой золь-гель пленок 
ZnO:Bi:Fe: синергетический эффект адсорбции 
красителей и воздействия УФ излучения 

3-47 
Ушакова 
Ольга 
Сергеевна 

Саратовский национальный 
исследовательский 
государственный 
университет имени Н.Г. 
Чернышевского 

Визуализация этапов формирования наночастиц 
аспарагината хитозана методом просвечивающей 
электронной микроскопии 

3-48 
Саенко 
Александр 
Викторович 

Южный федеральный 
университет 

Влияние термического отжига на структурные 
свойства и фазовый переход пленок CuxO для 
оптоэлектронных мемристивных структур 

3-50 
Ракитин 
Владимир 
Валерьевич 

Федеральный 
исследовательский Центр 
проблем химической физики 
и медицинской химии РАН 

Исследование коррозионных свойств и 
фоточувствительности фотокатодов 
Mo/MoOx/Ag0.6Cu0.4GaSe2 

3-51 
Бурьянская 
Евгения 
Львовна 

МГТУ им. Н.Э. Баумана 
(место работы)/НИТУ 
МИСИС (место учебы) 

Доменная структура полимерных сегнетоэлектриков 
на основе сополимера ВДФ/ТФЭ 

3-52 
Ганыкина 
Екатерина 
Андреевна 

АО «НИИМЭ» 
Атомно-слоевое осаждение пленок оксида тантала 
для применения в резистивной памяти ReRAM 

 
4. Нанофотоника, спектроскопия, микрорезонаторы, оптические свойства, плазмоника 
 

4-01 
Петухов 
Никита 
Андреевич 

Санкт-Петербургский 
государственный 
университет 

КВАНТОВО-РАЗМЕРНЫЙ ЭФФЕКТ В ПЕРОВСКИТНЫХ 
НАНОКРИСТАЛЛАХ CsPbBr3 И CsPbI3, 
СФОРМИРОВАННЫХ ВО ФТОРФОСФАТНОМ СТЕКЛЕ 



институт электронной 
техники» 

4-36 
Горелкина 
Татьяна 
Дмитриевна 

ITMO University 
Магнитоуправляемые экситон-поляритоны в 
антиферромагнетике CrSBr 

4-37 
Костина 
Дина 
Евгеньевна 

МФТИ 
Влияние количества слоев оксида цинка на плазмон-
усиленную фотолюминесценцию в ZnO/PLL/Al 
наноструктурах 

4-38 
Фаттахов 
Илья 
Сергеевич 

Обособленное 
подразделение «Отдел 
микротехнологий» – 
Ярославль ОФТИ им. К.А. 
Валиева ЦПМ НИЦ 
«Курчатовский институт» 

Управление оптической киральностью в кремниевых 
наноспиралях, полученных методом наклонного 
напыления, через изменение геометрических 
параметров 

4-39 
Чебохин 
Максим 
Михайлович 

НИЦ «Курчатовский 
институт»/ Обособленное 
подразделение «Отдел 
микротехнологий» – 
Ярославль ОФТИ им. К.А. 
Валиева ЦПМ НИЦ 
«Курчатовский институт» 

Моделирование кирального оптического отклика 
никелевых наноспиралей 

4-40 
Воронин 
Антон 
Сергеевич 

ФИЦ КНЦ СО РАН 
(Красноярск), МГТУ им Н.Э. 
Баумана (Москва) 

Экранирующие свойства прозрачных плёнок 
In2O3/Ag/In2O3 и сэндвич-структур на их основе 

4-41 
Чернов 
Леонид 
Игоревич 

Санкт-Петербургский 
политехнический 
университет Петра Великого 

Морфология поверхности эпитаксиальных структур 
арсенида индия после их обработки различными 
очищающими составами 

4-42 
Николаева 
Александра 
Владиславовна 

СПбАУ им. Ж. И. Алферова 
РАН 

Деформационная модуляция спектра 
фотолюминесценции монослоя Wse₂ на плазмонных 
нанобампах 

4-43 
Клименко 
Роман 
Павлович 

Санкт-Петербургский 
государственный 
университет 
телекоммуникаций им. 
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Аннотация. В данной работе представлены результаты численного моделирования 

кирального оптического отклика никелевых наноспиралей, полученных методом 

наклонного напыления GLAD (glancing angle deposition). С использованием метода 

конечных разностей во временной области FDTD (finite difference time domain) получены 

спектры кругового дихроизма CD  (circular dichroism) и проведено сравнение с 

экспериментальными спектрами. Показано качественное совпадение экстремумов 

кругового дихроизма, что подтверждает теоретические причины кирального отклика и 

позволяет использовать модель для теоретического изучения оптических свойств 

наноструктур с заданными киральными свойствами. Расхождение между теоретическими 

и экспериментальными данными связано с разбросом параметров наноструктур при 

наклонном напылении. 

Ключевые слова: круговой дихроизм, наклонное напыление, FDTD, киральные 

наноструктуры  

 

Введение 
Наклонное напыление позволяет создавать киральные наноструктуры с 

настраиваемыми оптическими свойствами [1]. Настройка оптической активности 

осуществляется за счёт изменения геометрических характеристик итоговых мета-атомов. 

Существует множество работ по изучению и моделированию оптической активности 

наноспиралей [2]. Большинство этих исследований посвящены благородными металлам 

(Au, Ag) из-за их сильных плазмонных эффектов в УФ и видимой областях спектра [3]. 

Однако для масштабирования технологии и снижения себестоимости конечных устройств 

перспективно использовать более доступные металлы с высокой оптической активностью, 

как, например, никель [4]. Наряду с этим перспективным также является применение 

магнитных металлов, поскольку в данном случае появляется возможность 

дополнительного контроля оптической активности за счет магнитного кругового 

дихроизма с помощью внешнего продольного магнитного поля. Таким образом, данная 

работа направлена на изучение зависимости оптической активности от формы 

наноспиралей с помощью численного моделирования, которые исследовались ранее [5] и 

характеризуются высоким круговым дихроизмом и вращением плоскости поляризации. 

 

Материалы и методы 

Эксперименты по наклонному напылению тонких пленок проводились на установке 

электронно-лучевого испарения «Оратория-9». В процессе напыления угол наклона равен 

85°. Морфология и структура получаемых пленок была исследована методом 

сканирующей электронной микроскопии (прибор SUPRA-40). Оптические характеристики 

измерялись на спектрометре кругового дихроизма фирмы Jasco Corporation J-1500. 

Моделирование было проведено методом FDTD, в котором учитывался структурный 

фактор киральности, плазмонные и коллективные эффекты в моделируемых массивах 

наноструктур. 

 

Результаты и обсуждение 
На рисунке 1 представлено СЭМ изображение массива никелевых наноспиралей, 

полученных при напылении в течение 10 минут при скорости вращения вокруг своей оси 

0.2 об/мин. Можно отметить формирование геликоидальных структур. На рисунке 2 

приведен спектр кругового дихроизма данного образца и спектр, рассчитанный методом 



численного моделирования. При сравнении спектров заметно совпадение экстремума 

максимума в районе 550 нм. Это говорит о том, что источником данной оптической 

активности является плазмонный резонанс, модулируемый структурной киральностью 

наноспиралей. Небольшое отличие при более коротких длинах волн связано с 

идеализацией формы самих спиралей, что не учитывает различные дефекты и 

шероховатости. 

  
Рис. 1. СЭМ изображение массива 

никелевых наноспиралей сбоку  
Рис. 2. Спектр кругового дихроизма 

никелевых наноспиралей: черный квадрат – 

экспериментальный спектр, красный круг – 

численное моделирование  

 

Заключение 

Таким образом, проведено численное моделирование кирального оптического 

отклика никелевых наноспиралей, полученных методом наклонного напыления. 

Проведенное моделирование демонстрирует качественное и количественное совпадение с 

экспериментальными данными. 
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